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UKLAD PROGOWY

Przedmiotem wynalazku jest uklad progowy. W dotychozas stosowanych rozwigzaniach ukta-
déw progowych mozna bylo uzyskaé stosunkowo szeroks petle histerezy przy zasilaniu ukladu
Jednym napieclem, W wiekszoscl przypadkéw rozwigqzanie takle jest zadawalajgoe i znajduje
szerokle zastosowanie. Istniejg jednak przypadki, gdzie konieoczne Jest uzyskanie wgskie]
petli histerezy przy jednym napieciu zasilania, Przykiadem takiego zastosowania mose byé
uklad zabezpieczajqoy przed zanikiem napig¢cia zasilania w zasilaczu impulsowym zasilanym
napigoiem sieciowym. '

Dotychozasowe rozwigzania bazujgce na przerzutnikach wykorzystywaly uklady z tranzysto-
rami o Jednakowym bgdsz przeciwnym typle przewodnictwa. Do ukiadéw z tramzystorami o jedna-
kowym typie przewodniotwa naleiy m.in., przerzutnik Schmitta. W przerzutniku tym tranzysto-
ry s potgozone emlteraml, dzi¢ki czemu na wspbdlnym rezystorze emiterowym uzyskuje sig do-
datnie sprzgienie gzwrotne., Do prawidiowe] pracy przerzutnika wymagane sg dwa napiecia za-
silania, Jedno 2 tych napieé Jest napieciem mierzonym i ulega ono zmianom., Drugie £ tych
napie¢é jest napigolem zasilania 1 powinno dyé stebilizowane, aby progi zadzialania prge-
rzutnika byty stale, W tym klasyoznym ukizadzie mozna uzyekaé petle histerezy o dowolne) war-
todol leoz wymaga on dwbch napleé gasilajgqcych, W ukiadach z transystorami o odmiennym ty-
pie przewodnictwa stosuje sie przerzutnik bistabilny o znanym rozwigsaniu. Dodatnie sprze¢-
tenie zwrotne jest zrealizowane poprzez sprrzeienie kolektora tranzyestora typu pnp s baszq
trangystora typu npn za pomoog rezystora i diody Zenera oraz kolektora tfapzystora npn g
bazg tranzystora pnp sa pomocg rezystora., W przerzutniku tego typu wymagane sgq réwniei dwa
naplecia sasilania. Jedno £ tych napieé siu2y 4o zmiany stanu przerzutnika, W ukladgie te-
go typu nie udaje ele uzyskaé wgskiej petli histerezy, a dodatkowo wymagane sg dwa napiqoia
gasilania,
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Uktad progowy wediug wynalazku sktadajgcy si¢ z tranzystora pierwszego o przevodnio-
twie pnp, ktérego emiter Jest polgozony z zacigkiem pierwszym a kolektor jest policzony z
rezyatorem czwartym, ktérego koniec Jest wlaczony pomiedzy bazg tranzystora drugiqgo npn
1 rezystor szdésty, ktérego drugi koniec oraz emiter tranzystora drugiego sq potacfone z
zaclskiem drugim oraz kolektor tranzystora drugiego poigczony z rezystorem pigtym) ktére-
go drugi koniec jest potaczony z anodq diody Zenera, ktérej katoda Jest wigozona pomigdzy
baze tranzystora pierwszego 1 rezystor trzeci, ktérego drugi koniec Jest polgczony z za-
ciskiem pilerwszym, natomiast rezystor plerwszy Jest potaczony z zaclsklem plerwszym a dru-
gi koniec rezystora pierwszego 2z rezystorem drugim, ktérego drugi koniec Jest polaczony 2z
zaciskiem drugim i wepdélny punkt rezystord4w pierwszego 1 drugiego Jest wigczony pomiedzy
anode diody Zenera i rezystor pigty. Uklad progowy wedlug wynalazku umozliwia osiagnigcile
bez zadnych problemdéw petli histerezy o szerokoSeci ponizej 0,2 V. Kolejng zalets ukladu
jeat to, %e napigole wejsclowe Jest réwnoczednie napigciem zasilajacym. Umozliwia to za-
stosowanie tylko jJednego napiecia. Progl przelgozania zalezg tylko od warto$ci zastosowa-
nych elementéw,

Przedmiot wynalazku jeet pokazany w przyktadzie wykonania na rysunku, ktéry przedsta-
wia schemat ukladu, -

Ukiad posiada tranzystor pierwszy T1 o przewodnictwie pnp, ktérego emiter jest poilg-
czony 2z zaclskiem plerwszym Z1 a kolektor jest potgczony z rezystorem czwartym R4, ktédre-
go drugi koniec jest wizczony pomiedzy baze tranzystora drugiego T2 npn i rezystor sz6-
sty R6, ktérego drugl koniec oraz emiter tranzystora drugiego T2 sg potaczone z zaciskiem
drugim Z2 oraz kolektor tranzystora drugiego T2 polaoczony z rezystorem pigtym RS, ktérego
drugi konieo jest potgqczony z anodg diody Zenera DZ, ktérej katoda jJest wigczona pomiedzy
baze tranzystora pierwszego T1 i rezystor trzeci R3, ktérego drugli komiec jest potgozony
z zaclskiem pierwszym 21, z ktérym jJest poraczony rezystor pierwszy R1, ktérego drugi ko-
niec Jest polaczony z rezystorem drugim R2, ktérego drugi koniec jest potgczony z zacis-
kiem drugim Z2 i wepélny punkt rezystoréw pierwszego R1 i drugisgo R2 jest wigczony pomig-
dzy anode diody Zenera DZ i rezystor pigty RS,

Uktad dziala w sposéb nastepujacy. Gdy na zaciski 21 1 Z2 zostanie przylozone napiecie,
to gdy Jest ono mnieJsze od neplecia progowego, oba tranzystory nie przewodzg. Gdy napie-
cie wzrosnie tak, Ze spadek napigcia na rezystorze R1 z dzielnika R4, R2 zréwna gsig¢ z na-
pleoiem diody Zenera DZ, zacznie plynaé prad bazy tranzystora pnp T1, co wskutek dodatnie-
g0 sprezenia zwrotnego spowoduje przejscie obu tranzystoréw w stan nasycenia. Réwnoczesnie
zmienla sig¢ podzial napieccia na dzielniku skladajgqcym sig¢ obeonie z rezystoréw R1, R2, RS,
Dalazy wzrost napleocia wejsclowego nie zmienia jui rozplywu pradéw. Gdy napigclie wejsciowe
ulegnie obecnie obnizeniu do takiej wartosci, Ze spadek napiecia na rezystorze R4 zmaleje
do napigcia diody Zenera DZ, maleje prgd bazy tranzystora pnp T4, co spowoduje wylgczenie
obu tranzystoréw. WyjsSole ukladu moze byé napig¢ciem kolektora tranzystora npn T2. Napigcile
to ma wartosé zero gdy napiecie wejsciowe przekracza napiecie progowe oraz wartosé dodat-
nig w pozostalych przypedkack,

Zastrzez2enie patentowe

Ukzad progowy skladajgqoy sig z tranzystora pierwszego o przewodnictwie pnp, ktérego
emliter jest polgczony z zaciskiem pierwszym a kolektor jest polgczony z rezystorem czwar-
tym, ktérego drugi konleo jest wlgozony pomigdzy baz¢ tranzystora drugiego npn i rezystor
8zésty, ktéregc drugl konieo oraz emiter tranzystora drugiego s3 polgoczone z zacigkiem
drugim oraz kolektor tranzystora druglege polyczony z rezystorem pigtym, kidrego drugl
konleoc Jest potqozony z anodq diody Zenersa, ktérej katoda jest wigczona pomledszy baze tran-
zystora plerwszego 1 rezystor trzeol, ktérego drugi koniec jest potgozony z zaoiskiem pler-
wezym, znamienny tym, 2Ze posiada rezystor pierwszy (R1) potgozony z gzaciskiem
plerwszya (Z1) a drugi konieo rezystora plerwszego (R1) jest polgczomy z rezystorem dru-
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gim (R2), kibérego drugi konieoc jest polgozony z zaciskiem drugim (Z2) i wapélny punkt re-

zystorébw pierwszego (R1) i druglego (R2) Jest wigozony pomledzy anod¢ diody Zenera (DZ)

i rezystor platy (R5).
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